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石英晶片（水晶）

尺寸 ；4英寸（100mm）
测试范围；直径100mm晶圆内领域

SOI晶圆（绝缘体上单晶硅薄膜）

尺寸 ；8英寸（200mm）
SOI层 ；100nm，埋入氧化膜层；200nm
测试范围；直径190mm晶圆内领域，5.5mm格子

加工前厚度分布
TTV；102nm

加工后厚度分布
TTV；18nm

加工前SOI层厚度
平均膜厚；97.5nm
TTV ； 9.4nm

加工后SOI层厚度
平均膜厚；7.5nm
TTV ；3.0nm


